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Abstract 
Anodic oxdation on Si was performed in the aqueous solution. Some electric characteristics 
and growth mechanism of piIトholeswere studied and the following results were obtained. (1) The 
structures of films were mostly amorphous. (2) The conduction current was due to ions. (3) 
Films have not a masking effect. (4) The rate-determining step is diffusion or a drift velocity of 


























































































~20C である。電流密度は 3mA， 5mA の 2 通り

























































































6. 20C>  
口30で
マ40"C
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2. 膜厚と酸化時間の関係













酸化種の拡散が律速条件となる。 (c)は対数則， (d)は 1/3
乗則で何らかの付加的条件による (a)，(b)からのずれであ











第 9図は形成電圧と膜厚の関係を示している。 このグラフより 1V当りの形成膜厚(形成
率)を求めると， 5mA/cm2で生
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し， NMA系に於ける形成率は 4 
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役割を説明している。それによると GeがGeO・OHー の形で溶解していると提唱している。 Si

























































また， AI-AI203-AI系で A1203の膜厚が 70Aの時のトンネル電流が 2-3X 10-5 A/cm2で

































られる。 PはSiと置換して Oと結台L，ガラス構造をとり易く， NWFとなる。 これは 5{f<'ij
の荷電子を有するために :Si-Oの数を減じ，結晶化を抑えるものと考えられる。この様に厚
表← 1 各試料の般化条 {'j
なお，試料の (h)の1りの添加には， 0.3N電解液500cc中に H3P04(燐酸)を 5cc浪人して用いた。襟司?
とする酸化条件て、作製Lた試料は (i)と (j)である
|電解液規定度|電解液 1M.皮|電流密度訳業1_ n:Lrnflx.J-)'GAt:!x It.!. ITI" 0;(， IUJL /Y.. 
(N) (oC) (mA/cm2) 
a 0.3 20 1 
b 0.3 20 5 
c 
d 
0.3 20 3 
0.3 ヨ) 3 
e 
f 
0.3 40 3 
60 0.5 3 
民
h 
0.3 3 40 
0.3 20 3 









































I S/ I Si I Si I 51 I 5i I SI I SI I 51 I 
川淵|単語拍車結晶|単結晶|開|開|単純|単結晶|捌|挙結晶|単結晶























































































電角平賀 l 三')J ;__酸化月実ひ。心
叩争拡散、泳動ー結合子 ヱミ












るが，著者らは (2)のガス噴出による破壊が主要国と考える。R.M. Finne16)は水および OH
を含む溶液中で陽極酸化を行なうと水素ガスが発生すると報告している。 P.F. Schmidt14)は
陽極酸化でつくられる孔は，酸素の連続的発生の為であると推定しているが，これは2次的な
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